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* –  ,  . . .   

-162     - - .

Основные параметры фоторезисторов на основе селенида кадмия 
при температуре 20±5 °С

Фоторезисторы ФР-162А, ФР-162Б 
[  = 0,4–1,1; 

макс
 = 0,67–0,9 мкм]

Внешний вид, габаритные размеры и относительные спектральные 
характеристики фоторезисторов на основе CdSe
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